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化学放大光刻胶高分子材料研究进展
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　　摘要：综合论述了化学放大光刻胶类高分子材料�并着重介绍193nm 光刻胶材料研究的最近进展。
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光刻胶是一种对光和射线敏感的混合高分子材料。它通常由聚合物基质、光解产酸剂 PAG（Photo
Acid Generator）以及各种微量的添加剂组成。此类材料主要应用于微电子工业的微观平板印刷术�如电
子存储器和数据处理单元的制造�微型集成电路的印制等。

自从1982年“化学放大” ［1�2］的概念提出以来�基于此原理的光刻胶材料发展很快。在微观平板印刷
术中�所用光源的波长越短能达到的分辨率就越高。按照工作光源的波长可将光刻胶材料分为以下几
种：第一代为酚醛清漆树脂�采用365nm波长的 G-line�I-line光源。第二代为聚对羟基苯乙烯体系�采用
258nm 波长由 KrF 激光器所产生的光源。现在这两种光刻胶材料已经成功地应用于工业生产：采用 I-
line的365nm光刻胶材料对集成电路的加工尺度达到350nm ［3］�258nm 的光刻胶材料已成功地应用于
180nm 工艺半导体的制造［4］。而低于150nm 精度的工艺则需要更低波长的光源的光刻技术�比如193
nm的 ArF 激光器�157nm的 F2激光器�乃至波长为13nm的超紫外激光器［5］。

第三代光刻胶材料目前还未工业化�研究比较成熟的是应用于193nm的材料�已进入工业化的实验
阶段［6］。157nm的光刻胶材料的研究也已取得一定的进展［7�8］。
1　“化学放大”光刻胶的工作原理

IBM公司的Willson 和 Ito 于1982年提出“化学放大”概念。所谓“化学放大”是指一个光解产酸剂
PAG分解后产生的酸分子�引发一系列化学反应［9］。这些反应能增强光刻胶材料曝光前后的溶解能力的
差异�并以此分为正性和负性光刻胶。简单工作原理如图1所示［10�11］：
1∙1　成膜过程

旋转涂层仪旋涂�烘干成膜。MeCallum 等［13］建立的模型认为膜的厚度应该控制在所要蚀刻最小线
条的3倍左右�一般200～300nm。
1∙2　曝光过程

光刻胶膜曝光�曝光区 PAG 光解成酸�后经烘烤酸在光刻胶膜中渗透并引发化学反应如：酯解、重
排、酯化、醚化、酯交换、形成酰胺、缩醛水解［12］等�致使曝光区在特定溶剂中的溶解能力发生改变�正性
光刻胶曝光区溶解能力增强；负性光刻胶溶解能力减弱。
1∙3　显影过程

经过显影剂处理�正性光刻胶材料曝光部分被溶解�未曝光部分保留；负性光刻胶材料相反。蚀刻剂
蚀刻�因光刻胶的抗蚀刻性�要印刻的图形就由光刻胶层转移到所要蚀刻的基质如硅的表面。洗脱光刻
胶材料后�就在硅的表面上蚀刻出所需要的图形。
2　光刻胶聚合物基质材料的设计原则

光刻胶表现由许多因素制约�如聚合物基质的性能�PAG的种类以及处理工艺等。Hwang等［14］在光
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图1　光刻胶的简单工作原理图
Figure1　Working process of photoresist

刻胶体系中引入防反射涂层�解决了界面反射引起的“V”字型线条
和表面不平整的现象。在相同的工艺条件下的最大分辨率则主要
取决于所采用的聚合物材料本身。为满足好的光刻胶表现要求聚
合物材料有以下性能：
2∙1　透光性

光刻胶材料必须对工作光源有好的透过性�否则就不能有效
地引发光刻胶膜底部的 PAG 光解�导致圆顶连足现象（如图2所
示）。

传统的芳香性材料中芳环的π-π∗跃迁正好在190nm附近�所
以193nm 光刻胶材料大都采用甲基丙烯酸和脂肪环烯烃的聚合
物�如 Lee等［15］合成的稠环类聚合物就有非常好的透光性�其500
nm厚的聚合物膜的透过率超过50％。另外 Jung等［16］发现利用氨
梯度处理也可以解决光刻胶材料对193nm波长的光的吸收问题。

157nm的光刻胶材料需要聚合物中含有氟或磺酰基氟［17�18］来
提高其对157nm光的透过率。
2∙2　有好的抗蚀刻性

图2　低透光率光刻胶显影图
Figure2　Pattern developed from low tramsporrant photoresist

Gokan等［19］认为�材料的抗蚀刻性是由材料中所含有的有效碳含量决定�O＝ nc/nt（ nc为碳原子的数
目�nt为整个分子中所有原子的数目）�O越大抗蚀刻能力就越强。因此含有芳香环、脂肪环的烯烃就成
为光刻胶材料的首选单体。芳香性的聚合物主要应用在365nm 和258nm 光刻胶材料中�而193nm 和
157nm因为芳香环强烈的吸收只能用脂肪环材料。增加聚合物中的脂肪环组分也带来一些副作用�比如
使材料变的很脆�吸附性降低等。

不过 Nakase和Ushirogouchi等［20�21］提出在光刻胶组分中加入少量的芳香性聚合物可以提高193nm
光刻胶材料的抗蚀刻性�而且因为苯环吸收的红移�对其透光性能的影响并不是很明显。Argitis 等［22］采
用蒽作为抗蚀刻添加剂能使有相同碳含量的材料的蚀刻速率降低70％。
2∙3　对于基质有好的吸附性

光刻胶材料有好的吸附性是其形成均匀的薄膜的关键。而且在显影时因毛细现象的作用�线条间距
越小表面张力越大［44］�线条越容易坍塌［23］。

通常情况下�可以通过在聚合物链上引入含有羟基、羧基等亲水性的极性基团来提高光刻胶材料的
吸附性�如：甲基丙烯酸乙二醇酯［24�25］就是一个好的提高吸附性的单体材料�Kim 等［26］则将2－（2－甲氧
基－乙基）乙基酯引入降冰片烯和马来酸酐体系。在环烯烃上引入带有羟基的基团如胆酸［27�28］等都可以
用来提高其吸附性能。改变处理工艺也可以解决�比如 Jincao ［29］和 Devin［30］使用液态二氧化碳作为冲洗
显影液�就可以很好的解决这个问题。
2∙4　灵敏度

灵敏度是指光刻胶材料对一定能量的光的反应程度�用 mJ/cm2为单位。193nm 和157nm 激光的能
量（E＝hν）很高�为避免使激光器本身受到破坏就要求光刻胶能在较低能量的激光下工作。这可以通过
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采用更好的 PAG ［31］�采用新的更易离去的酸保护基团等办法来解决�如：Kim 等［32］采用环戊酮作为离去
基团�该基团在裂解过程中并不消耗酸�而且在裂解后能够充当酸的携带者的角色�最大限度地利用 PAG
所产生的酸。Hikaru等［33］在研究中发现：聚合物的端基对光刻胶体系灵敏度的影响也非常的大�非极性
端基比极性端基的灵敏度高约5倍。Kudo等［34］则采用如图3所示的自催化体系来提高灵敏度。

图3/Figure3　
2∙5　其他要求

因为光刻胶材料设计的目的是为了更好的工业应用�所以还必须满足整个工业工艺的要求：溶于常
见的环保的有机溶剂以便于利用旋转涂层仪将之成膜；所用材料的玻璃化转变温度必须高于工业所用工
艺的处理温度（170～190℃）�但是太高又会影响其溶解性；能方便使用工业常用的显影处理液 TMAH
（2∙38％（wt）的四甲基羟基胺水溶液）进行显影。另外还要求所用的单体原料比较易得�价钱比较便宜�
绿色环保等。
3　193nm 光刻胶材料

ITRS2001规划2004年实现90nm技术。而采用193nmArF 准分子激光扫描分步投影光刻仪的光刻
技术为90nm工艺的核心。现在已经有小于90nm线型空白图形的报道［35］�而Yamamoto则将等幅线空图
形的分辨率提高到了60nm ［36］。

193nm的 ArF 准分子激光光源早在80年代中期就已经开始被应用于光学印刷术上［37］。1992年的
早期 IBM使用甲基丙烯酸异丁酯的聚合物作为化学增幅的193nm光刻胶材料。同年 Kaimoto 等［38］也发
现了非芳香性的抗蚀刻剂�而且在193nm有较好的透光性。

在193nm光刻胶材料的设计中最大的困难是�以前365nm和256nm的光刻胶材料在193nm处吸收
太强�因为其所含的苯环的π-π∗跃迁的吸收区域正好在190nm附近�所以必须要求设计出全新的光刻胶
材料。

目前193nm的光刻胶材料一般都是二元、三元甚至多元的共聚物。最常见的聚合方法为自由基聚
合［32�39�40］�对于大的稠环烯烃类单体则为过渡金属催化加成聚合［41�42］和开环歧化聚合［9�43］。
3∙1　合成193nm光刻胶材料常用单体
3∙1∙1　丙烯酸和丙烯酸酯类［45～48］　正性的主要有：甲酯、叔丁酯、环己烷酯、2-羟基环己烷酯、月桂烷酯、
烷氧酯（如�1�4-二氧螺环［4�4］-2-甲醇酯）、金刚烷基酯、取代金刚烷基酯、甘油醇缩樟脑、（异）冰片烷基
酯、带有取代基的冰片烷基酯、带有取代基的丁内酯、（去氧）胆酸衍生物酯、环醚基酯和含有硅原子的烷
基酯�3-甲（基）-3�5-二羟（基）戊酸等。在聚（甲基）丙烯酸酯及其共聚物体系中�不同的羧基保护基团对
于抗蚀剂的性质是有影响的。如胆酸［49～51］衍生物不但能够增强体系的吸附性能�而且能够增加体系曝
光前后的反差。事实上胆酸衍生物以前一直作为阻溶剂使用［52］。含硅的保护基团能增加抗蚀剂膜的抗
干刻蚀能力�调变体系极性［27］。

负性光刻胶主要有：甲基丙烯酸乙二醇酯、甲基丙烯酸、含有雄酮衍生物的丙烯酸酯、1�2�3�4-四氢-
1-亚萘基胺基对苯乙烯磺酸酯、甲基丙烯酸-3-氧环己基酯、α-羟甲基丙烯酸乙酯等。
3∙1∙2　脂肪族环烯烃［53～56］　此类单体在环上直接含有双键�因此可以直接合成主链含有环烷烃的聚合
物。正性光刻胶主要有：降冰片烯及其衍生物、降冰片二烯衍生物、二降冰片烯衍生物以及稠环烯烃等。
羧基保护基团常见的有：特丁基、2－（甲氧乙氧）基乙酯、环烷烃衍生物基团、内酯基、羟基乙基、2-三甲基
硅基异丙基、三甲基硅乙基、甾类衍生物（如胆酸等）、三（三甲基硅）乙基异丙基等。

负性体系的树脂有：［5-（1�1�1-三氟-2-三氟甲基-2-羟基丙基）二环 ［2∙2∙1］庚烯、5-（2�3-二羟基-2�3-
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二甲基丁基）二环［2∙2∙1］庚烯、3-羟基-3-甲基丁基-2-甲基-二环［2∙2∙1］5-庚烯-2-羧酸酯。
3∙1∙3　马来酸酐［27�57�58］　马来酸酐的双键是缺电子的�和富电子的环烯烃反应时能够生成很好的交替共
聚物。另外马来酸酐有很多优点：不但能够提高聚合物的抗蚀刻性、吸附性和热稳定性�而且马来酸酐中
的酸酐基团可以用来对聚合物进行化学改性�比如进行酯化来改变抗溶解性等。另外还能增强聚合物的
热稳定性。

但是 Crivello等［59］的研究表明马来酸酐在碱性显影剂四甲基氢氧化铵的作用下会发生水解反应�后
来研究发现通过增加聚合物中憎水部分的含量可以解决［60］。另外也有用马来酰亚胺的研究见诸报
道［61］。
3∙2　常见聚合物体系
3∙2∙1　丙烯酸酯类　因为该体系有好的分辨率灵敏度和好的吸附性能�所以对此体系进行的研究也是
最多的。

正性单聚物如：Kim等［32］等研究的聚甲基丙烯酸-1�4-二氧螺环［4�4］-2-甲醇酯（图4）。

图4/Figure4　

该聚合物将环戊酮引入了聚合物体系�环戊酮易脱落还有
助于酸的扩散�在193nm 的吸收只有0∙163μm－1�所以该体系
有非常高的灵敏度5mJ/cm2。但是抗蚀刻性能不好�在 CF4∶
CHF3＝20∶35的蚀刻条件下�其蚀刻速率是酚醛清漆树脂的
1∙63倍。在体系中引入大的稠环类基团如金刚烷就能提高其
抗蚀刻性能。

Nozak ［62］将具有低消光系数的发色基团引入甲基丙烯酸体
系的羧基保护基中�制得具有很高灵敏度�很强抗蚀刻能力得光刻胶材料�获得100nm 的线空图形和直
径为59nm的小孔。

而Yamamoto和Masafumi等［63］引入带有羟基的亲水性的脂环部分到侧链上�提高了聚合物的亲水性�
得到60nm的等幅线空图形。

（甲基）丙烯酸酯体系中可以引入羧基、羟基等基团�所以在酸的催化下酯化、酯交换、成醚、成酰胺等
反应很容易进行�使其在负性光刻胶的应用中有很大的优势。

Choi ［80］采用以下简单的结构（见图5）：获得300nm分辨率的图形。

图5/Figure5　

图6/Figure6　

Coustantinos ［25］成功地合成了以甲基丙烯酸乙二醇酯、甲基丙烯酸降
冰片烷酯、甲基丙烯酸环己烷酯和甲基丙烯酸的四元共聚物（见图6）。

该共聚物在50mJ/cm2的光照下�得到宽度为170和140nm的孤立线
形。

Kim等［64］最近制备了利用缩醛反应的负性光刻胶材料�该材料能用
纯水显影�水和甲醇混合溶液后处理洗脱。这样避免了现在常用的以有
机溶剂为主的处理过程�在环境保护方面有很大的意义。具体结构如图
7所示。

不过该体系分辨率还比较低�45mJ/cm－2时只能达到700nm 的分辨率。目前进一步的工作仍在进行
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图7/Figure7　

中。不过这种水洗脱或者水显影的环保型光刻胶材
料最近几年越来越引起科研工作者的兴趣［65～70］。
3∙2∙2　稠环烯烃加聚物体系　稠环烯烃进行共聚时�
不易通过自由基反应得到聚合物�一般都采用开环歧
化聚合（ROMP）和过渡金属催化加成聚合。该体系抗蚀刻能力很好�但是分辨率和灵敏度不足。

Lee等［71］通过Pd（II）催化的加成聚合反应�而得到的四环［4∙4∙0∙1∙2�517�10］十八烷-8-烯-3-甲酸叔丁酯
和乙酸四环［4∙4∙0∙1∙2�517�10］十八烷-8-烯-3酯共聚物（见图8）。

图8/Figure8　

图9/Figure9　

该聚合物被 CF4/CHF3混合气体的蚀刻的速率仅为酚醛清漆树脂的1∙01
倍�193nm的光对500nm厚的聚合物膜的透过率超过50％。但是灵敏度和分
辨率比较低�在45mJ/cm2强度的光源下仅得到了200nm的线空图形。

Kenichiro等［72］在他申请的专利中也采用了稠环体系�具体结构如图9所
示。
3∙2∙3　环烯烃和马来酸酐共聚物体系　在环烯烃体系中引入马来酸酐以后抗
蚀刻性能、吸附性、分辨率和灵敏度都很好。如：Kim 等研制的［73］5-甲酸-2-三甲基硅-2-丙基酯-降冰片烯
和马来酸酐的共聚物（见图10）。

图10/Figure10

图11/Figure11

193nm的吸收只有0∙368μm－1。灵敏度为10mJ/
cm2�得到了分辨率为180nm的线空图形。

Kim ［28］还将石胆酸引入该体系�作为羧基的保护
基团（见图11）。灵敏度6mJ/cm－2�160nm 线空图形�
解决了线形的圆顶和底部托尾的问题。

Lee ［74］等的研究则取得了更高的分辨率。他们研
究的降冰片烯、降冰片烯羧酸特丁酯、马来酸酐与降冰
片烯二羧酸半酯和交联剂体系（见图12）�在曝光量为
13mJ/cm2时能获得分辨率为120nm的图形。

Anthony ［75］的马来酸酐降冰片稀体系则得到110
nm的线空图形（见图13）。

此体系的负性光刻胶材料报道比较少。但 Sungseo 等［76］研究的 ［（1�1�1-三氟-2-三氟甲基-2-羟基丙
基）二环［2∙2∙1］-5-庚烯、5（2�3-二羟基-2�3-二甲基丁基）二环 ［2∙2∙1］-5-庚烯与马来酸酐的共聚物体系
（见图14）却有较好的性能。

在酸催化作用下�该树脂发生 哪醇重排�产生相应低极性的酮而在显影液中不溶。在曝光量为29
mJ/cm2时�分辨率为110nm。
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图12/Figure12

3∙2∙4　乙烯基醚和马来酸酐的共聚体系［77～79］　此体系是由韩国
Sum Sung公司的 Kim等在2001年研制出来的�该体系兼有（甲基）
丙烯酸酯和环烯烃马来酸酐体系的优点。它不但有很好的抗蚀刻
性能�较高的分辨率�和灵敏度�良好的吸附性能�而且在显影蚀刻
后�材料还有光洁的表面�这是其他体系所不能解决的问题。目前
已经有分辨率为90nm的等幅线空的报道。

图13/Figure13 图14/Figure14
3∙2∙5　稠环烯烃开环歧化聚合物体系　开环歧化聚合反应有其自身的特点�利用此反应可以在聚合物
的主链上引入脂肪环机构�所以此反应在聚合物的分子设计中有广泛的应用�而利用活性开环歧化聚合
反应可以更容易合成特殊结构的聚合物。

如 Okoroanyanwu等［43］制备的降冰片系和双降冰片系的共聚体系（见图15）。

图15/Figure15

图16　
Figure16　

但是 ROMP反应对反应条件的要求比较苛刻�Choi 等［80］用含有炔丙基的单
体进行歧化聚合合成了类似开环歧化聚合体系结构的聚合物�该聚合物不但有
好的透光性�而且因为侧基羟基的存在吸附性能也很好�具体结构如图16所
示。
3∙2∙6　多元共聚体系　该体系不但具有环烯烃优良的抗蚀刻能力�而且兼有丙
烯酸酯体系的高灵敏度等优点。

图17/Figure17

Rahman［81］采用降冰片系基甲酸叔丁酯、降冰片系基甲酸、降冰片系基甲酸
乙二醇酯和甲基丙烯酸2－甲基金刚烷酯、3-甲（基）-3�5-二羟（基）戊酸、马来酸酐的共聚体系�如图17所
示。获得了80nm分辨率的线空图形。

Choi等［82］在申请的专利中也采用该体系�具体结构如图18所示。
Masafumi和 Kiyoshi ［76］将含有羟基取代的脂环基作为丙烯酸的保护基�然后引入环烯烃马来酸酐体

系�获得60nm的孤立线形。
3∙2∙7　其他体系　应用于193nm的光刻胶材料除了以上所述还有小分子材料和混杂的超内酯酸的聚合
物材料等［83］。

如Kim等［84］采用含胆酸的小分子物质成功地获
得了光刻胶材料。该体系结构如图19所示。

该体系在193nm 的吸收仅为：0∙26μm－1�灵敏度
为：9∙8mJ/cm2�蚀刻速率仅为酚醛清漆树脂的1∙07
倍�但分辨率不好。但是小分子材料作为光刻胶材料
相比较聚合物体系有其他优势：首先小分子的物质因
其分子体积较小�所以理论上能达到比线性聚合物更
高的分辨率。其次小分子物质分子间没有聚合物链之
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间的相互缠绕和存在的张力�显影时比聚合物稳定�而且低子量的物质能保证各个部分的均一性这也是
聚合物所不能比拟的。

图18/Figure18

4　157nm 光刻胶材料
157nm光刻胶材料设计的难点同样在于透光性问

题：水�氧气�甚至简单的碳氢化合物如聚乙烯都有非常
强的吸收［85］。实验证明在传统的降冰片稀体系�甚至丙
烯酸酯体系中引入拉电子的基团如－F 和－CF3等能够大
大减少材料对157nm光线的吸收［86］。Hung等［87］利用2�
2-二氟代降冰片稀通过过渡金属的催化加成聚合�成功地

图19　
Figure19　

合成了对157nm波长的光线有很好透过性的聚合物。另外他还提出了利用三
氟甲基和羧基等拉电子基团来提高聚合物在157nm波长的透光性。

Bae等［8］则制备了甲基丙烯酸结构和苯乙烯为主链悬挂经过化学修饰的环
烷烃聚合物�主要有以下三种单体：丙烯酸-2-［4-（2-羟基-六氟异丙基）-环己烷 ］-
六氟异丙醇酯、丙烯酸-2-［4-（1-甲氧基-1-三氟甲基-2�2�2-三氟已基）环己基六
氟异丙基酯和2-（1-三氟甲基-1-乙氧甲氧基-2�2�2-三氟已基）苯乙烯。所得聚
合物对于157nm 的光线都有很好的透过性�这种通过化学修饰193nm 的光刻
胶材料的方法�又为157nm光刻胶材料的研究提出了新的方向。

最近�Tsuyohiko等［88］通过分子轨道能量的计算�提出含有氟代磺酸基团的
物质对157nm的光线有很好的透过性�因此他们设计了聚氟代磺酸乙烯和聚4-
（六氟-2-羟丙基）-苯乙烯的共聚物。French ［6］则在最近发表的论文中报道带氟
代功能基烯烃的共聚物对157nm波长的光的透过率大于98％。
5　常见的光解产酸剂

刻胶材料所采用的 PAG一般为硫 盐、碘 盐等离子性物质［89］和一些能通过重排等反应生成酸的
有机物质如各种磺酸酯［90～92］。

因为硫 盐比碘 盐有更好的热稳定性�所以人们更多地采用硫 盐作为 PAG。 盐是一种有机阳

离子盐�在光刻胶体系中最常见的有一下几种［93～95］：

Ar2I＋X－　　Ar3S＋X－　　 Ar C
O

CH2S＋ R2X－
X－＝BF－4 �PF－6 �SbF－6 �CF3SO－3

他们的光化学过程如下：
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图20是最常见的 PAG三苯基硫 三氟磺酸盐在光照条件下分解生成三氟甲基磺酸的过程［73］。
Ito等［96］在他的工作中采用三苯基硫 六氟锑酸盐作为 PAG�光解得到六氟锑酸�如图21所示．
Crivello等［97］将癸烷氧基引入芳香基盐的芳环�提高了 PAG和聚合物的互溶性�而且癸烷氧基本身也

有阻溶作用。聚合物形式的 PAG很好地解决了酸的扩散问题。Chung［98］采用 N-10-樟脑磺酰基马来酰亚
胺和苯乙烯衍生物的共聚物（见图22）�光照分解率为70％�而有如图23结构的则更高。

图20/Figure20 图21/Figure21

图22/Figure22

图23/Figure23
　　非离子性的 PAG是有机物质�一般在光照条件下产生酸性很强而亲核性比较低的磺酸。如 Houlihan
等［99］报道的基于二硝基苄酯的体系�其简单的光解过程如图24所示。

图24/Figure24
在光照下�该物质发生分子内重排反应�从而生成磺酸。

6　其他添加剂
为提高光刻胶材料的性能�要加入其它的添加剂�如淬火碱、阻溶剂、各种增塑剂等。淬火碱可以消

除非曝光区因衍射而生成的酸�并阻止曝光后产生的酸扩散到未曝光区域［100］。如氢氧化三甲基硫
盐［26］能够使光刻胶材料在曝光烘烤后的稳定时间从不到10min�延长到一个多小时。阻溶剂在光刻胶体
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系中的作用是阻止某个特定区域聚合物膜的溶解�从而增大体系反差�也可称为溶解速率调节剂。常见
的阻溶剂有：单或低聚（去氧）胆酸衍生物、金刚烷基碳酰甲基丙二酯、苯甲酸衍生物和多元酚等。该添加
剂能够增加聚合物的憎水性。在曝光后的区域由于酸催化下保护基团的脱除�或者阻溶剂和聚合物之间
的氢键的被破坏�阻溶剂就失去阻溶能力。如胆酸叔丁酯［97�101］就是一个好的阻溶剂�其在由 PAG生成的
酸的催化下发生如下反应（见图25）。

图25/Figure25

7　结束语
光刻胶材料因其在微电子制造行业中不可替代的作用�一直受到科研工作者的重视�此领域的研究

也是高分子界的热点之一。光刻胶材料的发展不仅在材料领域�而且在信息技术领域也有着重大的意
义�它的发展是我们信息技术进步的基础。目前对于193nm光刻胶材料的研究已经比较成熟�157nm光
刻胶材料的研究也取得了一定的进展�因此如何使193nm光刻胶材料成功地工业化�设计新的157nm光
刻胶材料是此领域今后的主要发展方向。在科技高速发展的今天�相信新一代光刻胶材料不久将会付诸
工业化生产以造福人类。
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Progress in the Research of Chemical Amplified Photoresist

WANG Chun-wei�LI Hong�ZHU Xiao-xia
（State Key Laboratory of Functional Polymeric Materials for Adsorption and Separation�

Institute of Polymer Chemistry�Nankai University�Tianjin300071�China）

Abstract：Photoresists are polymeric materials�which play the key role in the manufacturing of electronic
devices．Here the brief history of the development and the components were reviewed�moreover the emphasis were
especially focused on the photoresists�which may applied in193nm．
Key words：Photoresist；Chemical Amplified；Microlithography
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